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® Halbleiterspeichervorrichtung 

© Die erfindungsgemaGe Halbleiterspeichervorrichtung um- 
faSt em Halbleitersubstrat (10), wenigstens einen Speicher- 
zellenabschnitt mit einer Vlelzahl von Speicherzellen. deren 
jede aus einem Kondensator und einem MOS-Transistor auf 
dem Halbleitersubstrat (10) gebildet ist, einen Peripherie- 
scnaltungsabschnitt, der auf dem Halbleitersubstrat (10) in 
einem Bereich erzeugt ist, der von dem Bereich verschieden 
ist. m welchem der Speicherzelienabschnitt hergestellt ist 
und eine Verdrahtungsschicht (27, 29), die als eine obere 
Elektrode des Kondensators verwendet und als ein Draht des 
Peripherieschaltungsabschnittes benutzt wird. 
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Die Erfindung befrifft eine Halbleiterspeichervor- 
richtung mit beispielsweise cincm Stapeltypkondensa- 
tor und insbesondcre cine Halbleiterspeichervorrich- 
tung. die durch Verbessern der Verdrahtungsschicht ei- 
nes dynamischen Speichers mit direktem Zugriff oder 
dynamischen Randomspeichers (DRAM) erhalten ist 

In den letzten Jahren wurde die Integrationsdichte 
des DRAM gesteigert und die Flache eines Kondensa- 
tors zum Speichern von Daten oder Information (La- 
dungen) ist entsprechend weiter vermindert. AIs Ergeb- 
nis konnen Probleme deran auftreten, daB Speicherda- 
ten irrtumlich ausgelesen werden oder ein weicher Feh- 
ler durch a-Strahlen verursacht wi return die Speicher- 
datenzuzerstoren. 

AIs eine Methode zum Losen der obigen Probleme 
und zum Erzielen der hohen Speicherdichte sowie einer 
groflen Kapazitat wird die folgende Methode vorge- 
schlagen. Ein MOS-Kondensator wird auf einem Spei- 
cherzellenbereich gebiidet und eine der Elektroden des 
Kondensators wird eiektrisch mit einer Eiektrode eines 
auf dem Halbleitersubstrat gebildeten Schalttransistors 
verbunden. Eine Speicherzelle mit der obigen Struktur 
wird gewohnlich aJs eine Stapeitypspeicherzelle be- 
zeichnet wobei die eingenommene Flache des Konden- 
sators im wesentlichen vergroBert und die elektrosiati- 
sche Kapazitat des MOS-Kondensators erhoht ist 

In der Speicherzelle mit der obigen Struktur kann 
eine Speicherknotenelektrode so gebiidet werden, daB 
sie sich uber den Elementtrennbereich erstreckt und die 
Seitenwand der Speicherknotenelektrode kann als ein 
Kondensator verwendet werden, indem die Filmdicke 
der Speicherknotenelektrode vergroBert wird, so daB 
deren Kapazitat einige MaJ groBer als diejenige der 
Planarstruktur gemacht werden kann. Da weiterhin die 
Diffusionsschicht des Speicherknotenabschnittes nur ei- 
nen Diffusionsbereich unter der Speicherknotenelek- 
trode umfaBt ist die Flache der Diffusionsschicht zum 
Sammeln von durch a-Strahlen erzeugten Ladungen ex- 
trem klein, und es kann eine Zellstruktur erhalten wer- 
den. die gegenuber dem weichen Fehler auBerst wider- 
standsfahig ist 

Da bei der obigen Struktur die Kapazitat des DRAM, 
der groBer als 64 Mbits ist, unzureichend wird, werden 
eine Zyhndertypstruktur zum VergroBern der Kapazi- 
tat des Koridensators durch Verwendung der Seiten- 
wand der Speicherelektrode und eine Speicherelektro- 
denstmktur einer Rippentypstruktur mit einer in einer 
mehrlagigen Form ausgebildeten " 
vorgeschlagen. 

Jedoch wird bei der obigen Speicherelektrodenstruk- 
tur die Hohe der Speicherelektrode groB (500 bis 
1000 nm), und in dem Peripherieschaltungsabschnitt 
tntt em Problem auf, nach welchem eine Verdrahtung 
von dem ersten AI-Draht zu der unteren Schicht oder 
vom Kontakt zum Substrat tief ist und eine Verbindung 
schwierigwird. 

Wenn, wie oben beschrieben wurde, in dem her- 
kommlichen Stapeltyp-DRAM eine ausreichend groBe 
Speicherkapazitat erzielt werden soil, so wird die Hohe 
des Speicherknotens groB, ein Isolierfilm zur Planar- 
Gestaltung wird dick, und das Kontaktloch wird tief, so 
daB es schwierig ist, eine Verbindung mit dem Substrat 
herzustellen. 

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine 
Halbleiterspeichervorrichtung mit einer Struktur zu 
schaffen, die eine einfache Verbindung zu dem Substrat 
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in einem Kontaktloch in einem Peripherieschaltungsab- 
schnitt erlaubt wahreVd eihV^usreicherid grbBe SDei- 
cherkapaiitltbeibehaitehwirdL " ' 

Diese Aufgabe wird bei einer Halbleiterspeichervor- 
richtung nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1 
bzw. 4, 7. 15 erfindungsgemaB durch die in den jeweili- 
gen kennzeichnenden Teilen enthaltenen Merkmale ce- 
Idst 6 

Die Erfindung schafft also eine Halbleiterspeicher- 
vomchtung. die dadurch gekennzeichnet daB ein Kon- 
takt zu einem tieferlagigen Draht (Verdrahtungsschicht) 
mittels der gleichen Verdrahtungsschicht wie eine obere 
Eiektrode eines Speicherkondensatorabschnittes gebii- 
det ist und die ersten Al-Drahte und tieferlagige Drahte 
oder Kontakte fur das Substrat alle oder teilweise mit 
Ausnahme von Kontakten mit einem groBen Loch- 
durchmesser mit der Verdrahtungsschicht verbunden 
sind. 

Wenn in diesem Fall die Plattenelektrode als die Ver- 
20 drahtungsschicht durch die normale Methode verwen- 
det wird, muB eine Verbindung zwischen den Kontakten 
vor Ablagerung der Plattenelektrode bewirkt werden 
und es tntt ein Problem auf, daB der Kondensatoriso-* 
Iierfilm durch das_Resist verunreinigt wird Daher ist es 
25 wunschenswert eine Offnung in dem Kontakt nach Bil- 
dung der erstlagigen Plattenelektrode zu form en und 
dann die zweitlagige Eiektrode auf zutragen und zu ver- 
arbeitea 

Die Erfindung ist gekennzeichnet durch ein Halblei- 
tersubstrat wenigstens einen Speicherzellenabschnitt 
mit einer Vielzahl von Speicherzellen, deren jede aus 
einem Kondensator mit einer oberen Eiektrode. einer 
unteren Eiektrode und einer dazwischenliegenden Kon- 
densator-Isolierschicht und aus einem auf dem Halblei- 
tersubstrat geformten MOS-Transistor gebiidet ist ei- 
nen Peripherieschaltungsabschnitt der auf dem Halblei- 
tersubstrat in einer Flache auBerhalb der Flache. in der 
der Speicherzellenabschnitt gebiidet ist vorgesehen ist 
und eme Verdrahtungsschicht die als die obere Elektro- 
40 de des Kondensators und als ein Draht des Peripherie- 
schaltungsabschnittes verwendet wird. 

Die Erfindung ist weiter gekennzeichnet durch ein ' 
Halbleitersubstrat wenigstens einen Speicherzellenab- 
schnitt einschlieBlich einer Vielzahl von Speicherzellen, 
die jeweils aus einem auf dem Halbleitersubstrat gebil- 
deten MOS-Transistor und einem auf dem MOS-Transi- 
stor gebildeten Kondensator besteht und eine obere 
Eiektrode sowie eine Ober eine Isolierschicht zur oberen 
c • u , . 7 Eiektrode entgegengesetzte untere Eiektrode aufweist 
Speicherelektrode 50 einen Peripherieschaltungsabschnitt der eine untere 
Verdrahtungsschicht aufweist und auf dem Halbleiter- 
substrat in einem Bereich auBerhalb eines Bereiches 
vorgesehen ist in welchem der Speicherzellenabschnitt 
gebiidet 1st eine erste Verdrahtungsschicht die als die 
obere Eiektrode des Kondensators auf der Isolier- 
schicht des Kondensators und des Peripherieschaltungs- 
abschnittes gebiidet und mit dem zweilagigen Draht des 
Peripherieschaltungsabschnittes und dem Halbleiter- 
substrat verbunden ist wobei der Peripherieschaltungs- 
abschnitt Kontaktlocher hat die selektiv geformt sind, 
urn einen Teil der ersten Verdrahtungsschicht zu atzen, 
und eine zweite Verdrahtungsschicht die auf der ersten 
Verdrahtungsschicht und in den Kontaktlochern ausge- 
bildetist 

Die Erfindung ist weiterhin gekennzeichnet durch ein 
Halbleitersubstrat wenigstens einen Speicherzellenab- 
schnitt mit einer Vielzahl von Speicherzellen, deren jede 
aus einem MOS-Transistor, der auf dem Halbleitersub- 
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strat ausgefGhrt ist, und cincm Kondensator. der auf 
dcm MOS-Transistor ausgefuhrt ist, besteht urtd cine 
obere Elektrode sowie cine uber cine Isolierschicht zur 
obcren Eicktrode cntgegengcsetzte unterc Elektrode 
hat, cinen Peripherieschaltungsabschnitt, der eine unte- 
re Verdrahtungsschicht hat und auf dem Halbleitersub- 
strat'in cinem Bereich auBerhalb eines Bereiches, in wel- 
chem der Speicherzellenabschnitt gebildet ist, ausge- 
fuhrt ist, und eine Verdrahtungsschicht, die aus einer 
Vielzah! von Schichten einschlieBIich wenigstens einer 
ersten und einer zweiten Verdrahtungsschicht besteht, 
wobei die Verdrahtungsschicht als die obere Elektrode 
des Kondensators auf der Isolierschicht des Kondensa- 
tors und dem Peripherieschaltungsabschnitt ausgefuhrt 
ist und wobei der obere Draht der zweiten Verdrah- 
tungsschicht, der die zweite Verdrahtungsschicht ent- 
halt, mit dem tieferlagigen Draht des Peripherieschal- 
tungsabschnittes und dem Halbleitersubstrat verbunden 
ist. 

Die Merkmale von bevorzugten Ausfuhrungsbeispie 
len der Erfindung sind die folgenden: 
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1) Die Halbleiterspeichervorrichtung ist vom Sta- 
peltyp. 

2) Die erste Schicht des Drahtes, die aus der glei- 
chen Schicht wie die obere Elektrode besteht, ist 
aus polykristallinem Silizium, TIN, Ni oder Kohlen- 
stoff gebildet, und die zweite Schicht ist aus WSi 2 
W, Ni, Al, Cu oder TiN/W, TiN/AI, TiN/Cu, Ti/TiN/ 
W, TLTiN/AL Ti/TiN/Cu, TiSi 2 nTiN/W, TiSi 2 /TiN/ 
AL TiSi 2 vTiN/Cu, TiBAV, TiB/AI, TiB/Cu, Ti/TiB/ 
Al, Ti/TiB/ W, Ti/TiB/Cu, TiSi 2 /TiB/W, TiSi 2 /TiB/ 
Al. TiSi 2 /TiB/Cu gebildet 

3) Der Speicherkondensatorabschnitt ist auf dem 
oberen Teil der Zellenbitleitung gebildet, und der 
Draht mit der gleichen Pegelschicht (der Schicht, 
die gleichzeitig gebildet wird) wie die Zellenbitlei- 
tung hat ein Muster, urn den Source/Drain-Bereich 
in dem Peripherieschaltungsabschnitt zu bedecken. 

4) Ein Bitieitungsdraht ist in einem Muster ange- 
ordnet, daB ein Abstand zwischen Teilen des Mu- 
sters ungefahr hochstens 1 um betragL 

5) Der Draht (Verdrahtungsschicht) mit der glei- 
chen Pegelschicht (gleichpegelige Schicht) wie die 



einem derartigen Muster angeordnet, daB ein Ab- 
stand zwischen Teilen des Musters ungefahr 1 jim 
hochstens betragt 

6) Der aktive Bereich ist derart angeordnet, daB 
eine Wortleitung zwischen benachbarten Bitlei- 
tungskontakten liegt, wenn der Speicherkondensa- 
torabschnitt des dynamischen RAM (Randomspei- 
cher) nach Herstellung der Wortleitung gebildet 
wird 

GemaB der obigen Struktur der vorliegenden Erfin- 
dung ist beispielsweise die Tiefe des Kontaktes des er- 
sten Al-Drahtes durch eine Entfernung zum Masseelek- 
trodendraht der unteren Schicht bestimmt Daher ist ein 
Langenverhaltnis von beispielsweise ungefahr 4 : 5 bis- 
her (Durchmesser: 0,4 um, Tiefe: 1,6 bis 2 jim) auf dem 
256-Mbit-DRAM-Niveau erforderlich; jedoch kann das 
Langenverhaltnis bei der vorliegenden Erfindung auf 2 
bis 3 vermindert werden (Durchmesser: 0,4 um, Tiefe: 
0,8 bis 12 urn). . 

Der Masseelektrodendraht ist eine Verdrahtungs- 
schicht, die ursprunglich notwendig ist, und eine neue 
Schicht zur Bildung der Verdrahtungsschicht ist nicht 



notwendig. so daB die obige Struktur ohne VergrbBe- 
rung der Anzah! der Schritte hergestellt werden kann. 
Daher wird es moglich, die Zuverlassigkeit und die Her- 
stellungsausbeute der Elementc zu verbessern. 
5 Wie pben beschricben wurde, ist die obere Elektrode 
des Speicherkondensatorabschnittes derart gebildet. 
daB sie eine Laminatsimktur von zwei oder mehr 
Schichten hat, und die geschichtcte obere Elektroden- 
schicht ist mit dem tieferlagigen Draht oder dem Sub- 
io strat aJs einem Draht im Peripherieschaltungsabschnitt 
verbunden, so daB die Tiefe des Metallkontaktes nach 
gemacht werden kann, um so die Herstellung eines 
DRAM zu ermdglichen, der einfach hergestellt werden 
kann und eine hohe Zuverlassigkeit hat. 

Nachfolgend wird die Erfindung anhand der Zeich- 
nung naher eriauterL Es zeigen: 

Fig. 1 A und IB Draufsichten mit einer Elementstruk- 
tur eines DRAM nach einem ersten Ausfuhrungsbei- 
spiel der Erfindung, 6 

Fig. 2 eine Schnittdarsteilung zur Erlauterung eines 
Herstellungsschrittes des DRAM nach dem ersten Aus- 
fuhrungsbeispiel, 

Rg. 3 eine Schnittdarsteilung zur Erlauterung eines 
Herstellungsschrittes des DRAM nach dem ersten Aus- 
fuhrungsbeispiel, 

Fig. 4 eine" Schnittdarsteilung zur Erlauterung eines 
Herstellungsschrittes des DRAM nach dem ersten Aus- 
fuhrungsbeispie!, 

Fig. 5 eine Schnittdarsteilung zur Erlauterung eines 
Herstellungsschrittes des DRAM nach dem ersten Aus- 
fuhrungsbeispie!, 

Fig. 6 eine Schnittdarsteilung zur Erlauterung eines 
Herstellungsschrittes des DRAM nach dem ersten Aus- 
fuhrungsbeispie!, 

Fig. 7 eine Schnittdarsteilung zur Erlauterung eines 
Herstellungsschrittes des DRAM nach dem ersten Aus- 
fuhrungsbeispie!, 

Fig. 8A und 8B Draufsichten der Elementstruktur ei- 
nes DRAM nach einem zweiten Ausfuhrungsbeispiel. 
40 der Erfindung, 

Fig. 9 eine Schnittdarsteilung zur Erlauterung eines 
Herstellungsschrittes des DRAM nach dem zweiten 
Ausfuhrungsbeispiel, 
Fig. 10 eine Schnittdarsteilung zur Erlauterung eines 
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Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 1 1 eine Schnittdarsteilung zur Erlauterung eines 
Herstellungsschrittes des DRAM nach dem zweiten 
Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 12 eine Schnittdarsteilung zur Erlauterung eines 
Herstellungsschrittes des DRAM nach dem zweiten 
. Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 13 eine Schnittdarsteilung zur Erlauterung eines 
Herstellungsschrittes des DRAM nach dem zweiten 
55 Ausfuhrungsbeispiel 

Fig. 14 eine Schnittdarsteilung zur Erlauterung eines 
Herstellungsschrittes des DRAM nach dem zweiten 
Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 15 eine Schnittdarsteilung zur Erlauterung eines 
Herstellungsschrittes des DRAM nach einem dritten 
Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 16 eine Schnittdarsteilung zur Erlauterung eines 
Herstellungsschrittes des DRAM nach dem dritten Aus- 
fuhrungsbeispiel, 

Fig. 17 eine Schnittdarsteilung zur Erlauterung eines 
Herstellungsschrittes des DRAM nach einem vierten 
Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 18 eine Schnittdarsteilung zur Erlauterung eines 
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Herstellungsschrittes des DRAM nach dem yicncn 
Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 19 cine Schnittdarstellung zur Erlauterung eines 
Herstellungsschrittes des DRAM nach cincm funften 
Ausfuhrungsbeispiel 

*Fig. 20 cine Schnittdarstellung zur Erlauterung eincs 
Herstellungsschrittes dcs DRAM nach dem funften 
Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 21 A und 2iB jeweils cine Draufsicht bzw. cine 
Schnittdarstellung mit dcr Elementstniktur eines 
DRAM nach einem sechsten Ausfuhrungsbeispiel der 
Erfindung, 

Fig. 22 eine Schnittdarstellung mit der Elementstnik- 
tur cines DRAM nach einem sicbenten Ausfuhrungsbei- 
spiel der Erfindung und 

Fig. 23 eine Schnittdarstellung mil der Elementstruk- 
tur eines DRAM nach einem achten Ausfuhrungsbei- 
spiel der Erfindung. 

Im folgenden wird ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfin- 
dung anhand der Zeichnungen naher erlautert 

Die Fig. 1 A und 1 B sind Draufsichten, die die schema- 
tische Struktur eines DRAM nach einem ersten Ausfuh- 
rungsbeispiel der Erfindung zeigen. Fig. 1A ist eine 
Draufsicht, die einen Speicherabschnitt zeigt. und 
Fig. IB ist eine Draufsicht, die ein Beispiel eines vom 
Speicherabschnitt verschiedenen Peripherieschahungs- 
abschnittes zeigt. 

Der Speicherabschnitt umfaCt aktive Zonen 1, Spei- 
cherelektrodenabschnitte 2, Speicherelektrodenkontak 
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Ieitungen4, 

^Der Peripherieschaltungsabschnitt umfaQt Gates 
(bzw.Gatter)5,erste Metalischichten 6a, zweite Metali- 
schichten 6b, erste Kontakte 7a, zweite Kontakte 7b und 
einePolycid-Schicht8. 

Die Polycid-Schicht 8 mit der gleichen Pegel- bzw 
Niveauschicht wie die Zellenabschnitt-Bitleitung liegt in 
einem Teii der Source/Drain-Zone und wird dazu ver- 
wendet, die erste MetaJIschicht 6a mit der Source/ 



glas) auf der gesamten Oberflache der Struktur aufge- 
tragen, urn die Oberflache flach zu machen, und Kon- 
taktldcher 16 (erste Kontakte 7a) zur Hcrstellung eines 
direkten Kontaktes werden erzeugt (Fig. 2\ 

.* E r ir? 7 cil des SiN ' Filmcs 13. der zu dem Kontaktloch 
16 freihcgt, wird durch RIE (Ionenatzen) entfernt, und 
Polysihzium wird auf der gesamten Oberflache aufge- 
tragen. urn das Kontaktloch 16 mit einem Polysilizium- 
film 18a zu fullen. Ein WSi-Film 18b wird auf dem Poly- 
sihziumfilm 18a gebildet, urn einen Polycid-Draht 18 
(Polycid-Schicht 8) zu erzeugen, der als Bitleitungen des 
Speicherzellenabschnittes verwendet werden wird Da- 
nach wird ein SiOz-Film 19 auf der gesamten Oberflache 
durch die Atmospharendruck-CVD-Methode erzeuet 
(Fig. 3). 

Nach dem Atzen des Polycid-Drahtes 18 in ein ge- 
wunschtes Muster wird ein Zwischenniveau- bzw. Zwi- 
schenpegel-Isolierfilm 21 auf der gesamten Oberflache 
erzeugt, urn die Oberflache flach zu machen. Sodann - 
wird ein Kontaktloch in dem Isolierfilm 21 in dem Spei- 
cherzellenabschnitt gebildet. ein SiN-Film 22 wird auf 
der gesamten Oberflache erzeugt, und ein LP-BPSG- 
Film 24 wird zwischen die Bitleitungen des Zellenab- 
schnittes gefullt Danach wird cin Resist 23 gebildet, und 
25 der Kontakt des Speicherkondensatorabschnittes wird 
geoffneL Danach wird der SiN-Film 22 durch RIE ent- 
fernt (Fig. 4). 

Nach Auftragen von Polysilizium wird dieses geatzt 
urn eine Polysilizium-Saule 25 zu bilden, die als eine 
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Drain-Zonen sind direkt mit der MetaUschicht 6a ver- 
bunden, die die gleiche Niveau- bzw. Pegelschicht als die 
obere Eiektrode (Plattenelektrode) hat Alle Kontakte 
der ersten Al-Draht-(zweite Metal!-) Schicht 6b sind mit 
den ersten Metalischichten 6a verbunden. 

Die. Fig. 2 bis 7 zeigen Schnittdarstellungen zur Er- 
lauterung der Herstellungsschritte in dem ersten Aus- 
fuhrungsbeispiel, und im folgenden wird das Herstel- 
lungsverfahren naher beschrieben. Der linke Teii jeder 
der Fig. 2 bis 7 entspricht entspricht dem Schnitt ent- 
lang der Linie A-A' von Fig. 1A, und der rechte Teii 
entspricht dem Schnitt entlang der Linie B-B' von Fie. 
IB. * 

Eine Wannenzone ist in der Oberflachenschicht des 
_Si-Substrates bei Bedarf ausgebildet. und ein Isolierfilm 
1 1 fur Elementtrennung ist erzeugt. In diesem Fall ist 
der Isolierfilm 11 in dem Peripherieschaltungsabschnitt 
em durch die LOCOS-Methode gebildeter Oxidfilm, und 
der Isolierfilm 11 in dem Speicherzellenabschnitt ist ein 
Oxidfilm fur T-Typ-Graben-Trennung. Danach wird ei- 
ne Gateelektrode 12 (Gate 5) mit einer Laminatstmktur 
von PolysiliziumAVSI in dem Speicherzellenabschnitt 
und dem Peripherieschaltungsabschnitt erzeugt; dann 
wird ein SiN-Film 13 auf der gesamten Oberflache der 
Struktur gebildet, und ein Polysilizium-Pfropfen oder 
-Stopsel 14 des Speicherkondensatorkontaktabschnittes 
wird in dem Speicherzellenabschnitt erzeugt Dann wird 
ein LP-BPSG-Film 15 (BPSG - Borphosphorsilikat- 



- . in dem Speicherkondensatorab- 

schnitt verwendet wird In diesem Fall kann die Polysili- 
ziumsaule 25 in rohrformiger Gestalt erzeugt werden. 
Sodann wird ein Ta 2 0 5 -Film 26, der als ein Kondensato- 
nsolierfilm verwendet wird, auf der Oberflache der 
Polysiliziumsaule 25 erzeugt, ein TiN-Film 27, der als die 
erste Schicht der Plattenelektrode wirkt, wird auf der 
gesamten Oberflache durch die CVD-Methode gebildet 
(Fig. 5). 

Nachdem Kontaktlocher 28 (erste Kontakte 7a) in 
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ein W-Film 29, der als die zweite Schicht der : Platten- 
elektrode wirkt, durch Ablagerung gebildet. Danach 
werden der TiN-Film 27 und der W-Film 29 durch RIE 
(reaktives Ionenatzen) gemustert, urn einen Plattenelek- 
trodendraht (erste MetaUschicht 6a) zu erzeugen 
(Fig. 6). 

Danach wird ein Zwischenniveau- bzw. Zwischenpe- 
gel-Isoherfilm 31 auf der gesamten Oberflache erzeugt, 
urn die Oberflache flach zu machen, und es wird ein 
Kontaktloch 32 gebildet Ein W-Film 33 wird in dem 
Kontaktloch durch selektives Aufwachsen erzeugt, urn 
das Kontaktloch 32 zu fallen. Dann wird eine Verdrah- 
tungsschicht (erster Al-Draht (zweite MetaUschicht) 6b) 
des TiN-Filmes 34 und AI-Filmes 35 erzeugt (Fig. 7). 

Obwohl dies in der Zeichnung nicht dargestellt ist, 
werden in folgenden Schritten eine Ablagerung eines 
Zwischenpegel-Isolierfilmes, eine Bildung von Durch- 
gangslochern, ein selektives Aufwachsen von W, eine 
Bildung einer TiN/Al-Schicht (zweiter Al-Draht) und 
eine Bildung eines Passivierfilmes bewirkt, urn einen 
DRAM fertigzustellen. 

Indem in der oben beschriebenen Weise hergestellten 
DRAM ist dieTiefe der Kontakte der ersten Al-Drahte 
34, 35 nicht durch eine Entfernung zu dem Substrat 10 
bestimmt, sondern durch eine Entfernung zu tieferlagi- 
gen Elektrodendrahten 27 ( 29 festgelegt und kann so , 
flachgemacht werden. Daher kann eine Verbindung / 
zwischen den ersten Al-Drahten 34, 35 und dem Sub- / 
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strat 10 einfach hergestelh werden. Die EIektrodendr2h- 
te 27, 29 sind an sich notwendige Verdrahtungsschich- 
ten. und es ist nicht erforderlich, neue Schichtcn zur 
Bilduqg der Verdrahtungsschichicn zu erzeugen, so daB 
die obige Strukturohne Vergrdflerung der wesentlichen 
Anzahi von Schritten realisicrt werden kann. Daher 
kann in der Struktur. in der die Speicherelektrode in 
rohrfdrmiger Gestait ausgefuhn ist urn die Speicherka- 
pazitat zu erHdhen, der Kontakt zwischen dem ersten 
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Al-Draht und der tieferen Schicht oder dem Substrai in I0 gemachi werden kann! 



....... www, **w*«* OUUJUUl 111 

dem Penpherieschaltungsabschnitt stabil erhalten wer- 
den, und die Herstellungsausbeute sowie die Zuverlas- 
sigkeit konnen gesteigert werden. 

Da in dem ersten Ausfuhrungsbeispiel die aktive Zo- 



gebildet um das Kontaktloch 32 zu fullen. Danach wer- 
den cine Verdrahtungsschichtung (erster Al-Draht) ei- 
nes TIN-Filmes 34 und eines Ai-Fi!mes 35 sebildet 
(Fig. 14). 6 Cl 

Mit der obigen Struktur kann die gleiche Wirkung 
wie beim ersten Ausfuhrungsbeispiel erzielt werden, 
und es kann ein Vonei! erhalten werden, daB die Tiefe 
des durch die Elektrodendrahte 27 und 29 gebildeten 
Kontaktes in dem Peripherieschaltungsabschnitt flach 



Die Fig. 15 und 16 sind Schnitte zur Erlauterung des 
Herstellungsprozesses * einer Halbleitervorrichtung 
nach cinem dntten Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung. 
In den Fig. 15 und 16 sind einander entsprechende Teile 



HersteilungsprozeO einfach ausgefuhn werden. 

Die Fig. 8A und 8B sind Draufsichten, die die schema- 
tische Struktur eines DRAM nach einem zweiten Aus- 
fuhrungsbeispiel der Erfindung zeigen. Fig. 8A zeigt ei- 
nen Speicherzelienabschnitt, wahrend in Fig. 8B ein Bei- 
spiel eines Peripherieschahungsabschnittes dargestelit 
ist. Einander entsprechende Teile sind in den Fig. 8A 
und 8B mit den gleichen Bezugszeichen wie in den 
Fig. 1 A und IB versehen und werden nicht naher erlau- 
tert 

Schnitte zur Erlauterung der Schritte bei dem zweiten 
Ausfuhrungsbeispiel sind in den Fig. 9 bis 14 gezeigt 
Der hnke Teil in jeder der Fig. 9 bis 14 entspricht dem 
Schmtt entlang der Linie C-C in Fig. 8A. und der rechte 



zugeordnet In den Fig. 9 bis 14 sind einander entspre- 
chende Teile mit den gleichen Bezugszeichen wie in den 
Fig. 2 bis 7 versehen und werden nicht naher erlautert 

Wie im ersten Ausfuhrungsbeispiel wird ein Element- 
trennisolierfilm 1 1 auf einem Si-Substrat 10 erzeugt, und 40 
sodann werden eine Gateelektrode 12, ein SiN-Film 13, 
Polysilizium-Pfropfen 14 nacheinander erzeugt Danach 
wird eine LP-BPSG-Schicht gebildet um die Oberflache 
eben zu machen. und Kontaktlocher 16 fur direkten 



Das heiBt ein Teil des Prozesses in diesem Ausfuh- 
rungsbeispiel ist gleich wie der Prozefl bis zu dem 
Schntt von Fig. 5 in dem ersten Ausfuhrungsbeispiel. 
Nach diesem ProzeB wird der Schritt des FuIIens und 
25 Aufwachsens des W-Filmes 29 in dem Kontaktloch 28 
bewirkt (Fig. 15). Dann werden ahnlich wie beim ersten 
Ausfuhrungsbeispiel die Bildung eines Zwischenpegel-' 
bzw. Zwischenniveau-Isolierfilmes 31 und ein selektives 
Wachstum eines W-Filmes 33 in dem Kontaktloch 32 
30 bewirkt. und eine Verdrahtungsschicht (erster Al-Draht) 
eines TiN-Filmes 34 und eines A!-Filmes 35 wird er- 
zeugt (Fig. 16). 

Die Fig. 17 und 18 sind Schnittdarstellungen zur Er- 
lauterung des Herstellungsprozesses einer Halbleiter- 



Teil ist dem Schnitt entlang der Linie D-D' in Kg 8 B * lorriSnTLr^ eUun S s ? roz « ses «"f Halbleiter- 
zugeordnet. In den F,g.9 bis 14 sind einande * S^^J?^!™" Ausfuhrungsbeispiel 



der Erfindung. In den Fig. 17 und 18 sind einander ent- 
sprechende Teile mit den gleichen Bezugszeichen wie in 
den Fig. 9 bis 14 versehen und werden daher nicht naher 
erlautert 

In dem vierten Ausfuhrungsbeispiel wird der Draht 
29 des zweiten Ausfuhrungsbeispiels durch Fulien von 
W in das Kontaktloch hergestelit 

Das heiBt, ein Teil des Prozesses in diesem Ausfuh- 
rungsbeispiel ist gleich wie der ProzeB bis zu dem 



als beim ersten Ausfuhrungsbeispiel die Kontaktlocher 
16 in der gesamten aktiven Zone gebildet (Fig. 9). 

Wie beim ersten Ausfuhrungsbeispiel wird ein Poly- 
cid-Draht 18 gebildet, und ein Si0 2 -Film 19 wird auf 
dem Draht erzeugt (Fig. 10). 

Wie im ersten Ausfuhrungsbeispiel wird danach der 

Polycid-Draht 18 in ein gewunschtes Muster geatzt, und 

Speicherelektrodenabschnitt-Kontakte werden gebil- 
det (Fig. 11), 

Wie im ersten Ausfuhrungsbeispiel wird eine Polysili- 55 
zium^SSuIe 25 erzeugt, und ein Ta^s-Film 26, der als 
ein Kondensatorisolierfilm verwendet wird, sowie ein 
• TiN-Film 27, der als die erste Schicht der Plattenelektro- 

dC M e T! nde l Wird 'i W f rC l en gebiIdet (F,g * 12) * v« 1 cue mil aen gieicnen Bezugszeichen wie in 

tun J3?T . Kontaktl6che ' 28 in dem . Peripherieschal- eo den Fig. 2 bis 7 versehen und weidcIdSuSS n^her 
tungsabschnitt erzeugt wurden, wird ein W-Fiim 29, der erlautert 

Sr^^f^i PIattenelektrode verwendet In dem funften Ausfuhrungsbeispiel ist ein Beispiel. 

2 } «/ r . bei dem ,edi S lich d «r W-Film 29 des Plattenelektroden- 

me^ 27 wYrd'ir^ h ™ d ? drZhlQS aIs ein Draht der Peripherieschaltung ver- 
mes 27 wird ein Zwischenpegel- bzw. Zwischenniveau- 65 det wird, gezeigt 

^"S^nl^^l T ?? °. b ^ hC 5 aC - h Z u ma * ° aS hei6t > ein Teil des Prozesses in diesem Ausfuh- 

l^u i Z t e n ^ ontaktloch j 32 . I n d erZwischenpe- rungsbeispiel ist gleich wie der ProzeB bis zu dem 

gel-Isolierschicht 11 erzeugt, und em W-Film 33 wird Schritt von Fig. 5 in dem ersten AusfuhrungsbeispieT 



Nach diesem Prozefl wird der Schritt des Fiiliens und 
Aufwachsens des W-Filmes 29 in dem Kontaktloch 28 
bewirkt (Fig. 17). Dann werden wie im zweiten Ausfuh- 
rungsbeispiel die Bildung eines Zwischenniveau- bzw. 
50 Zwischenpegel-Isolierfilmes 31 und ein selektives 
Wachsen eines W-Filmes 33 in dem Kontaktloch 32 be- 
. wirkt, und eine Verdrahtungsschicht (erster Al-Draht) 
eines TiN-Filmes 34 und eines Al-Filmes 35 wird er- 
zeugt (Fig. 18). 

Die Fig. 19 und 20 sind Schnittdarstellungen zur Er- 
lauterung des Herstellungsprozesses einer Halbleiter- 
vorrichtung nach einem funften Ausfuhrungsbeispiel 
der Erfindung. In den Fig. 19 und 20 sind einander ent- 
sprechende Teile mit den gleichen Bezugszeichen wie in 



DE 43 23 961 Al 



Nach diesem ProzeB wird ein TiN-Film 27 verarbeitet, 
um lediglich den Speicherzellenabschnitt zu bedecken, 
cin Kontaktloch 28 wird gebildet. cin W-nirn 29 wird 
ereeugt, und dann wird der W-Fi!m 29 in cin Drahtmu- 
ster bzw. Verdrahtungsmuster vcrarbcitei (Fig. 19). j 
Dann werden ihnlich wie beim ersten Ausfuhrungsbei- 
spiel die Bildung eines Zwischenpegel- bzw. Zwischen- 
niveau-Isolierfilmes 31 und ein selektives Wachstum ei- 
nes W-Filmes 33 in dem Kontaktloch 32 bewirkt, und 
eine Verdrahtungsschicht (erster AI-Draht) eines TiN- I0 
Filmes 34 und eines Al-Filmes 35 wird erzeugt (Fig. 20). 
- Die Fig. 21 A und 21 B zeigen den schematischen Auf- 
bau eines sechsten Ausfuhrungsbeispieles der Erfin- 
dung. Die Fig. 21 A ist eine Draufsicht, und die Fig. 21 B 
ist eine Schnittdarstellung. Das sechste Ausfuhrungsbei- J5 
spiel zeigt ein Beispiel bei dem ein Scheinmuster ver- 
wendet wird, um eine Substratschicht flach zu machen. 

Erste Kontaktldcher 7a werden in den Source/Drain- 
Abschnitten erzeugt. und ein Polysiliziumfilm wird voll 
in die Source/Drain-Zonen gefQIIt. Ein Polycid-Draht 18 ^ 
(Polycid-Schicht 8) wird gemustert, um die Source/ 
Dram-Abschnitte zu bedecken. In dem groBen Trennbe- 
reich wird ein Scheinmuster 51 des Polycid-Drahtes 18 
angeordnet. so daB ein freier Raum zwischen den Mu- 
sterteilen nicht 1 bis 2 u.m uberschreitet. Zweite Kon- 25 
takte .7b werden auf den jeweiligen Polycid-Drahten 18 
erzeugt, um die Elektrodendrahte 27, 29 (erste Metali- 
drahte 6a) und die Polycid- Draht e 18 zu verbinden. Ahn- 
Iich dem Polycid-Draht 18 wird ein Scheinmuster 52 der 
ersten Metalldrahte 6a deran gebildet, daB ein groBer 30 
freier Raum (1 bis 2 um) nicht vorgesehen ist. 

Wie oben erlauten wurde, kann in dem sechsten Aus- 
fuhrungsbeispiel die Substratschicht auf einfache Weise 
nach gemacht werden, indem die Scheinmuster 51, 52 
gebildet werden, und die Zuverlassigkeit des "obeVen 35 
Schichtdrahtes (der oberen Verdrahtungsschicht) kann 
verbessert werden. 

Die Fig. 22 ist ein Schnitt, die die schematische Struk- 
tur eines siebenten Ausfuhrungsbeispiels der. Erfindung 
zeigt Fig. 7 zeigt ein Beispiel dar, bei dem Zellenbitlei- 40 
tungen uber dem Speicherkondensatorabschnitt gebil- 
det werden. 

Die Source/Drain-Abschnitte sind mit Schaltungs- 
drahten mittels der Plattenelektrodenschichten 27, 29 
des Speicherkondensatorabschnittes verbunden, und 45 
Drahte der ersten Metallschichten 55, die als die Zellen- 
bitleitungeri verwendet werden, sind alle mit den Drah- 
ten der Elektrodenschichten 27, 29 verbunden. 

Fig. 23 ist eine Schnittdarstellung, die die schemati- 
sche Struktur eines achten Ausfuhrungsbeispiels der Er- 50 
findung zeigt In dem achten AusfQhrungsbeispiel wird, 
um eine stabile Isolation zwischen dem Polysilizium- 
Pfropfen 14 des Speicherzellenabschnittes in dem sie- 
benten Ausfuhrungsbeispiel und den Elektrodenschich- 
ten 27, 29 zu erhalten, ein Isolierfilm 57 mit feiner Struk- 55 
tur, beispielsweise aus Si 3 N 4 gebildet, um die Seitenfla- 
che des Polysilizium-Pfropfens zu umgeben. 

In dem obigen Ausfuhrungsbeispiel ist es wunschens- 
wert, polykristallines Silizium, TiN, Ni oder Kohlenstoff 
als die erste Schicht des Drahtes zu verwenden, der aus w 
der gleichen Schicht wie die obere Elektrode gebildet 
ist, und WSi 2 , W, Ni, AI. Cu oder TiNAV, TiN/AI, TiN/ 
Cu. Ti/TiNAV, T1/T1N/AI, Ti/TiN/Cu, TiSi 2 yTiN/W, Ti- 
Si 2 vTiN/Al, TiSi 2 /TiN/Cu, TiBAV, TiB/Ai, TiB/Cu, Ti/ 
TiB/Al, TLTiB/W, Ti/riB/Cu. TiSi 2 >TiB/VV, TiSi 2 /TiB/ « 
Al,TiSi 2 /TiB/Cu als die zweite Schicht vorzusehen. 

Weiterhin ist es in jedem der obigen Ausfuhrungsbei- 
spiele vorzusehen, den Speicherkondensatorabschnitt 
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uber den Zellenbitleitungen vorzusehen und den Draht 
mit der gleichen Pegekbzw. Niveauschicht wie die Zel- 
lenbitleitung in einem deranigen Muster zu erzeueen. 
daB die Source- und Drain-Zonen in den Peripherie- 
schahungsabschnitten Qberdeckt sind. 

In jedem der obigen Ausfuhrungsbeispiele ist es auch 
vorzuziehen, die Bitleitungsdrahte in einem deranigen 
Muster zu erzeugen, daB ein Abstand bzw. freier Raum 
zwischen den Musterteilen nicht ungefahr 1 um uber. 
schreiteL 

Zusatzlich ist es in jedem der obigen Ausfuhrungsbei- 
spiele wunschenswert. den Draht mit der gleichen Pe- 
gelbzw. Niveau-Schicht als die obere Elektrode des 
Speicherkondensators in einem deranigen Muster zu 
erzeugen, daB der groBte Abstand zwischen den Mu- 
sterteilen auf ungefahr 1 um eingestelh ist. 

Weiterhin ist es in jedem der obigen Ausfuhrungsbei- 
spiele wunschenswert, die aktive Zone deran anzuord- 
nen, daB eine Wonleitung zwischen den benachbanen 
Bitleitungskontakten in einem Fall angeordnet sein 
kann, in welchem der Speicherkondensatorabschnitt des 
dynamischen RAM nach Bildung der Wonleitungen er- 
zeugtisL ; ; . . :: - ■ - e - 

1 Patentanspruche 

1. Halbleiterspeichervorrichtung, mit: 
einem Halbleitersubstrat (10) und wenigstens ei- 
nem Speicherzellenabschnitt mit einer Vielzahl von 
Speicherzellen, deren jede aus einem Kondensator 
mit einer oberen Elektrode. einer unteren Elektro- 
de und einer zwischeniegenden Kondensator-Iso- 
herschicht und einem MOS-Transistor auf dem 
Halbleitersubstrat (10) gebildet ist. 
gekennzeichnet durch 

einen Peripherieschaltungsabschnitt, der auf dem 
Halbleitersubstrat (10) in einem Bereich gebildet 
1st, der von einem Bereich verschieden ist, in wel- 
chem der Speicherzellenabschnitt gebildet ist, und 
eine Verdrahtungsschicht (27, 29), die als die obere , 
Elektrode des Kondensators verwendet und als ein 
Draht (Verdrahtung) des Peripherieschaltungsab- 
schnittes benutzt ist 

Z Halbleiterspeichervorrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Verdrahtungs- 
schicht (27, 29) eine erste Verdrahtungsschicht (27) 
und eine zweite Verdrahtungsschicht (29) umfaBt, 
daB die erste Verdrahtungsschicht (27) aus einem 
der Stoffe polykristallines Silizium TIN, Ni und 
Kohlenstoff gebildet ist, und daB die zweite Ver- 
drahtungsschicht (29) aus einem der Stoffe WSi 2 , 
W, Ni, AI und Cu gebildet ist oder aus einer Mehr- 
Schicht besteht, die aus einem der Stoffe TiNAV 
TiN/AL TiN/Cu, Ti/TiN/W, Ti/TiN/Al, Ti/TiN/Cu' 
TiSi 2 HlN/W, TiSi 2 >TiN/Al, TiSi 2 /TiN/Cu, TiB/W 
TiB/Ai TiB/Cu, H/TiB/Al Ti/TiB/W, TiyTiB/Cu, 
TiSi 2 /TiB/W, TiSi 2 /TiB/AI und TiSi 2 /TiB/Cu ge- 
wahltist 

3. Halbleiterspeicheranordnung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB eine als der Draht des 
Peripherieschaltungsabschnittes verwendete Ver- 
drahtungsschicht in einem Drahtmuster gebildet 

* wird, wobei ein maximaler Abstand zwischen den 
Musterteilen auf kleiner als ungefahr 1 um einee- 
stellt ist 

4. Halbleiterspeicheranordnung mit: 
einem Halbleitersubstrat (10) und 
wenigstens einem Speicherzellenabschnitt mit ei- 
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ner Vielzahl von Speicherzellen, deren jcde aus ei- 
ncm auf dem Halbleitersubstrat (10) ausgefuhrten 
MOS-Transistor uhd cinem Kondensator, dcr auf 
dem MOS-Transistor gcbildet ist und eine obere 
Elektrode sowie eine uber eine Isolierschicht (26) 5 
zu-der oberen Elektrode entgegengesetzte untere 
Elektrode hat, gebildet ist, 
gekennzeichnet durch 

einen Peripherieschaltungsabschnitt, der eine unte- 
re Verdrahtungsschicht hat und auf dem Halblei- t0 
tersubstrat (10) in einem Bereich gebildet ist, der 
von emem Bereich verschieden ist. in welchem der 
Speicherzellenabschnitt gebildet ist. 
cine erste Verdrahtungsschicht (27), die als die obe- 
re Elektrode des Kondensators auf der holier- ]5 
schicht (26) des Kondensators und dem Peripherie- 
schaltungsabschnitt gebildet und mit dem tieferla- 

gigen Draht des Peripherieschaltungsabschnittes 
und 

dem Halbleitersubstrat (10) verbunden ist, wobei 20 

l Pen P heneschallun ^ s abschnitt Kontaktlocher 
(28) hat, die selektiv gebildet sind. urn einen Teil der 
ersten Verdrahtungsschicht (27) zu atzen, und 
eine zweite Verdrahtungsschicht (29), die auf der 
ersten Verdrahtungsschicht (27) in den Kontaktlo- 25 
chern (28) gebildet isL 

5. Halbieiterspeicheranordnung nach Anspruch 4 
dadurch gekennzeichnet, dafl die erste Verdrah- 
tungsschicht aus einem der Stoffe polykristallines 
Sihzium. TIN, Ni und Kohlenstoff gebildet ist. und 30 
dafl die zweite Verdrahtungsschicht (29) aus einem 

xfu r° ffe WSi2 ' W ' Nl Al und Cu gebildet oder als 
Mehrfach-Schicht ausgefuhrt ist, die aus einem der 
Stoffe TiN/W, TiN/Al, TIN/Cu, Ti/TiN/W f Tl/TiN/ 
Al, Ti/TiN/Cu, TiSi 2 mN/W, TiSi*TiN/AL Ti- v; 
Si 2 /TiN/Cu, TiB/W, TiB/Al, TiB/Cu, Ti/TiB/AL Ti/ 
TiBAV, Ti/TiB/Cu, TiS\ 2 /TiBW t TiSi 2 /TiB/AI und 
TlSi 2 /TiB/Cu gewahlt isL 

6. Halbieiterspeicheranordnung nach Anspruch 4 
dadurch gekennzeichnet, dafl die auf dem Periphe- 40 
neschaltungsabschnitt gebildete Verdrahtungs- 
schicht ein Drahtmuster hat, das vollstandig auf der 
zweiten Verdrahtungsschicht (29) bei einem Inter- 
vail von ungefahr hochstens 1 u.m gebildet isL 

7. Halbieiterspeicheranordnung mit: 45 
einem Halbleitersubstrat (10), 

wenigstens einem Speicherzellenabschnitt mit ei- 
ner Vielzahl von Speicherzellen, deren jede aus ei- 
nem auf dem Halbleitersubstrht (10) gebildeten 
MOS-Transistor und einem Kondensator, der auf 50 
dem MOS-Transistor gebildet ist und eine obere 
Elektrode sowie eine uber eine Isolierschicht (26) 
zur oberen Elektrode entgegengesetzte untere 
Elektrode hat, besteht, 

gekennzeichnet durch 55 
einen Peripherieschaltungsabschnitt, der eine unte- 
re Verdrahtungsschicht hat, und auf dem Halblei- 
tersubstrat (10) in einem Bereich gebildet ist, der 
von einem Bereich verschieden ist, in welchem der 
Speicherzellenabschnitt gebildet ist, und & 
eine Verdrahtungsschicht (27, 29), die aus einer 
Vielzahl von Schichten einschlieBIich wenigstens 
einer ersten Verdrahtungsschicht (27) und einer 
zweiten Verdrahtungsschicht (29) besteht, wobei 
die Verdrahtungsschicht (27, 29) als die obere Elek- 65 
trode des Kondensators auf der Isolierschicht (26) 
des Kondensators und dem Peripherieschaltungs- 
abschnitt erzeugt ist und wobei der die zweite Ver- 
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drahtungsschicht (29) enthaltende obere Draht der 
zweiten Verdrahtungsschicht (29) mit dem tieferla- 
gigen Draht des Peripherieschaltungsabschnittes 
und dem Halbleitersubstrat (10) verbunden ist 
8. Haibleiterspeicheranordnung nach Anspruch 7 
dadurch gekennzeichnet. dafl die erste Verdrah-' 
tungsschicht (27) aus einem der Stoffe polykristalli- 
nes Sihzium, TiN, Ni und Kohlenstoff gebildet ist, 
und dafl die zweite Verdrahtungsschicht (29) aus 
emem der Stoffe WSi 2i W. Ni, Al und Cu gebildet ist 
Oder als Mehrfach-Schicht ausgefuhrt ist, die aus 
einem der Stoffe TiN/W. TiN/Al TiN/Cu, Ti/TiN/ 
™* ™T lN/AL Ti/TiN/Cu. TiSfc/TlN/W. T1S1VT1N/ 
AL TiSi 2 mN/Cu,.TiB/W. TiB/AL TiB/Cu, Ti/TiB/ 
AL TVT1BAV. Ti/TiB/Cu, TiSi^TiB/W. TiSi 2 mB/A! 
und TiSi 2 /TiB/Cu gewahlt ist 

9. Halbieiterspeicheranordnung nach Anspruch 7. 
dadurch gekennzeichnet, dafl der obere Draht, der 
die auf dem Peripherieschaltungsabschnitt gebilde- 
te Verdrahtungsschicht enthalt, ein Drahtmuster 
hat, das vollstandig auf der zweiten Verdrahtungs- 
schicht (29) in einem Intervall von ungefahr hoch- 
stens 1 jim 1 gebildet ist 

10. Halbieiterspeicheranordnung nach Anspruch 1 
4 Oder 7,;dadurch gekennzeichnet. dafl die HalbJei- 
terspeichervorrichtung von einem Stapeityp isL 

1 1. Halbieiterspeicheranordnung nach Anspruch 1 
4 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dafl der Spei- 
cherzellenabschnitt Zellenbitleitungen hat, auf wel- 
chen Kondensatoren gebildet sind, dafl der Peri- 
pherieschaltungsabschnitt eine Verdrahtungs- 
schicht hat, die zur gleichen Zeit wie die Zellenbit- 
leitungen gebildet ist, und dafl die Verdrahtungs- 
schicht, die zur gleichen Zeit wie die Zellenbitlei- 
tungen gebildet ist, in einem Muster ausgefuhrt ist 
urn die Source/Drain-Zonen der MOS-Transisto- 
ren zu bedecken, die in dem Peripherieschaltungs- 
abschnitt ausgefuhrt sind 

12. Halbieiterspeicheranordnung nach Anspruch 1, 
4 oder 7. dadurch gekennzeichnet, dafl der Spei- 
cherzellenabschnitt einen Bitleitungsdraht hat; der 
aus Drahtmustern besteht, die in einem Intervall 
von ungefahr hochstens 1 u.m ausgefuhrt sind 

13. Halbieiterspeicheranordnung nach Anspruch 1, 
4 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dafl der Spei- 
cherzellenabschnitt Wortleitungen hat, die Qberder 
Vielzahl von Speicherzellen und einer Vielzahl von 
mit den Speicherzellen verbundenen Bitleitungs- 
kontakten angeordnet sind, und dafl die Speicher- 
zellen mit jeder der Wortleitungen so vorgesehen 
sind, dafl diese zwischen zwei entsprechenden be- 
nachbarten Bitleitungskontakten in einem Fall lie- 
gen, in welchem der Kondensator nach Erzeugung 
der Wortleitungen gebildet ist 

14. Halbieiterspeicheranordnung nach Anspruch 1, 
4 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dafl der Periphe- 
rieschaltungsabschnitt einen Meflverstarker und ei- 
nen Zeilendecodierer umfaflt 

1 5. Halbieiterspeicheranordnung mit: 
einem Halbleitersubstrat (10), und 

einer ersten Zone mit wenigstens einem Speicher- 
zellenabschnitt mit einer Vielzahl von Speicherzel- 
len, deren jede aus einem auf dem Halbleitersub- 
strat (10) gebildeten MOS-Transistor und einem 
Kondensator, der auf dem MOS-Transistor gebil- 
det ist und eine obere Elektrode, eine zur oberen 
Elektrode entgegengesetzte untere Elektrode und 
eine zwischenliegende Isolierschicht (26) hat, be- 
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Stent ... • . • . . g4¥ 

■ gekennzeichnet durch 



cine zweite Zone, ^die in einem von der ersten Zone Hierzu 12Seite(n)Zcichnungen 

- verschiedenen Bereich auf dem Halbleitersubstrat " 
r (10) gebildet ist und cine untere Verdrahtum?s- « ' 
schichthat * 3 

eine erste Verdrahtungsschicht (27), die auf der Iso- 

herschicht (26) des Kondensators als die obere s 

Elektrode des Kondensators und auf der zweiten 

Zone gebildet und mit der unteren Verdrahtungs- i 0 

schicht der zweiten Zone und dem Halbleitersub- * ' 

strat (10) verbunden ist, wobei die zweite Zone ein 

KontaktJoch (28) hat, das so selektiv gebildet ist, 1 

daB es einen gewunschten Teil der Isolierschicht 
(26) der ersten Verdrahtungsschicht (27) des Kon- iV 
densators bedeckt, und • 

eine auf der ersten Verdrahtungsschicht (27) und in 

dem Kontaktloch (28) gebildete zweite Verdrah- 
tungsschicht (29). 

16 HaJbleiterspdcheranordnung nach Anspruch to 

15. dadurch gekennzeichnet, daO die erste Verdrah- 
'""^cnwht (27) aus einem der Stoffe polykristalli- 
nes Sihzium, TIN. Ni und Kohlenstoff gebildet ist, 
und daB die zweite Verdrahtungsschicht (29) aus 
einem der Stoffe WiSi 2 . W, Ni, Al und Cu gebildet 25 ' 
1st oder aus einer Mehrfach-Schicht besteht, die aus 
f!?^J$F r ^ lo ^ e TiN/W, TiN/Al, TiN/Cu, TLTiN/ 
IKP N/AI - Ti/TiN/Cu, TiSh/TiN/W. TiSi 2 /TtN/ 

und TiSi 2 /TiB/Cu gewahlt ist 
17. Halbleiterspeicheranordnung nach Anspruch 
15, dadurch gekennzeichnet, daB der obere Draht, 
der die zweite Verdrahtungsschicht (29) umfaBt, die 
auf dem Penpherieschaltungsabschnitt gebildet ist, 35 
em Drahtmuster hat, das auf der zweiten Verdrah- 
tungsschicht (29) in einem Interval! von ungefahr 
nochstens 1 ujn gebildet ist 

18. Halbleiterspeicheranordnung nach Anspruch 
15. dadurch gekennzeichnet, daB die Halbleiter- 40 

speichervomchtung von einem Stapeltyp ist 

19 Halbleiterspeicheranordnung nach Anspruch ; 

15, dadurch gekennzeichnet, daB der Speicherzel- 
lenabschnitt Zellenbideitungen hat auf denen Kon- 
densatoren gebildet sind, daB die zweite Zone eine 45 
Verdrahtungsschicht hat die zur gleichen Zeit wie 
die Zellenbitleitungen gebildet sind. und daB die 
Verdrahtungsschicht die zur gleichen Zeit wie die 
Bitleitungen gebildet ist in einem Muster erzeugt 
ist urn die Source/Drain-Zonen der MOS-Transi- so 
storen zu bedecken, die in der zweiten Zone gebil- 
det sind * 

20. Halbleiterspeicheranordnung nach Anspruch 
15. dadurch gekennzeichnet daB der Speicherzel- 
lenabschnitt einen Bitleitungsdraht hat der aus 55 
Drahtmustern gebildet ist die in einem Intervall 
von ungefahr hochstens 1 pjn gebildet sind. 

21. Halbleiterspeicheranordnung nach Anspruch 

15. dadurch gekennzeichnet daB der Speicherzel- 

lenabschnitt Wortleitungen hat die uber der Viel- eo 

zahl von Speicherzellen und einer Vielzahl von mit 
den Speicherzellen verbundenen Bideitungskon- 
takten angeordnet sind, und daB die Speicherzellen 
mit jeder der Wortleitungen derart angeordnet 
sind, daB diese zwischen entsprechenden zwei be- 6 5 
nachbarten Bitleitungskontakten in einem Fall lie- 
gen, m welchem der Kondensator nach Erzeugung 
der Wortleitungen gebildet ist. 
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